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透明電極MOS構造によるLTEMの信号強度決定機構の検証 [2]
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レーザーテラヘルツ放射顕微鏡 (LTEM) について新しい太陽電池の為の、表面パッシベーション新評価手法
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◎ LTEMがシリコンの表面電場を計測することを系統的に示した
◎ PERC等でSi表面のパッシベーションに使われるSi/AlO/SiN構造の固

定電荷の空間分布を評価
◎ コロナ放電装置との組み合わせで、電極を付けずにSi上の絶縁膜の固

定電荷が評価できることを示した
◎ 実際の太陽電池のように、表面電場以外の内部電場がある構造の場

合に何が見えるだろうか？
◎ CIGS系やペロブスカイト系への発展

太陽電池で新しい構造を作るにあたっては、
表面で何が起きているのかできるだけ詳細に知りたい 試料表面にレーザーパルスを入射しTHz波形を観測[1]

図2: 透明電極MOS試料の概略。電極は励起光の
90%を、THz放射の46%を通す。

図3: ITO電極の電圧を変化させてレーザーテ
ラヘルツ放射の波形を観察した結果。

図4: テラヘルツ振幅と容量-電圧(C-V)測定の比較。
両者はよく一致している。

図5: 測定試料の概略。(左) SiにAlOのみを付けた
試料と、(右) 更にSiNを付けた試料を観測。

図6: AlOの厚みを変えてレーザテラヘルツ放射の
波形を測定した結果。緑の領域で振幅を評価。

図7: 振幅のAlO層厚み依存性。SiNの正の固定電荷とAlOの負の固定電荷
が競合している。AlOが厚くなるにつれ負の固定電荷が優勢になる。
p型Siの場合、負の固定電荷による電荷蓄積で表面再結合は抑制される。

図8: 測定の概略。酸化膜付きシリコンにコロナ放電によりイオンを吹き付け、レー
ザーテラヘルツ放射波形の変化を測定する。

図9: 様々な電荷量における波形。

図10: (左) 電荷量の違うイオン照射スポットのフォトルミ
ネッセンス(PL)イメージと(右) LTEMイメージ。
LTEM振幅が0をよぎる辺りでPLが最も暗くなる。
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LTEMでみる波形と、
C-V測定の比較 波形の連続的な反転 表面電場の極性と強さを評価する

PERC等で使われる構造 SiN試料でのみ反転 SiNとAlOの固定電荷が競合する様子を評価

電極の無い試料でITO試料と同様の評価を狙う 波形の反転を観測 表面再結合も連動している

図1: (左) LTEMの測定概略、(中) 波形の測定法 及び (右) 試作実証機の写真。
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